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Catドーピングは、非晶質 Si(a-Si)に熱損傷を

与えることなく事後ドーピングが可能な手法

である。これまで我々は、真性 a-Si(i-a-Si)への

Cat ドーピングの有効性を確認しており[1,2]、

n型 a-Si(n-a-Si)への B Catドープによる導電性

の変化も確認している[3]。今回我々は、i-a-Si

および n 型 a-Si(n-a-Si)に対し B の Cat ドーピ

ングを行った膜を用いて Siヘテロ接合(SHJ)太

陽電池の作製を試みた結果について報告する。 

始めに Fig. 1 左のような試料を作製した。そ

の後 B₂H₆と H₂を用いて Bの Catドーピングを

行った。さらに、透明導電膜として酸化インジ

ウム錫(ITO)を堆積し、Agのくし形電極を蒸着

し SHJ 太陽電池を作製した(Fig.1 右)。作製し

た試料は、1 sun光照射下での J–V測定、外部

量子効率(EQE)測定で評価を行った。 

 

 

Fig. 1  Schematic of sample structures for SHJ 

solar cells. 

 

Fig. 2 に i-a-Si および n-a-Si に対し B Cat ド

ーピングを行った SHJ 太陽電池特性の J–V 特

性を示す。比較のため、B Catドーピングを行

っていない SHJ セルの J–V 特性も示す。片面

のみ n-a-Si を有する SHJ 太陽電池は、わずか

に発電性能を示するが、特性は不十分である。

一方、B Catドーピングを行った SHJセルでは、

良好な発電性能が確認された。p-a-Siが形成さ

れエミッタとして働くことにより、セル特性が

向上したと考えられる。 

両面に n-a-Si を持つ SHJ 太陽電池は Cat ド

ーピング前は発電が確認できず、整流特性も得

られなかった。表裏対称の試料構造であるため、

この結果は妥当である。これに対し、Catドー

ピングを行った SHJ セルでは、わずかではあ

るが発電を確認した。これはカウンタードープ

により pn 接合が形成されたためと考えられる。 

 

Fig. 2 J–V characteristics of SHJ solar cells with B 

Cat-doped layers. 
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